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緒言 

近年，ミニまたはマイクロ LED ディスプレイの開発が

盛んである。現時点では LED チップを個別実装する方

式が多いが，より高精細なマイクロ LED ディスプレイ

に関しては，製法や基板材料の制約等により，デバイス

面積を拡大できてはいない。一方，やわらかなストレス

フリーの大面積面型照明デバイスとして有機 EL照明等

の本格的な普及が待望されている。窒化ガリウム（GaN）

系Ⅲ族窒化物による LED 照明は擬似的な面状光源は存

在するが，基本的には点状光源である。マイクロ LED

ディスプレイの大面積化や GaN系の大面積面状光源を

得るためには，サファイア等の単結晶基板ではなく，基

板面積に制約がなく，低コストの非単結晶材料を基板と

するのが望ましい。これまで我々は，低コスト太陽電池

に広く用いられる多結晶 Si を基板として，ナノ柱状結

晶の形態で，GaN系 LEDの作製を行ってきた[1,2]。本

研究では，多結晶 Si基板上へ GaN系材料によるダブル

ヘテロ（DH）接合構造を形成し，白色発光 LEDが得ら

れたので報告する。 

 

実験方法 

400μm 厚の多結晶 Si ウェハを基板として用い，窒素プ

ラズマセルを 2式備える分子線エピタキシー装置（ユニ

バーサルシステムズ，UMB-300）により試料の作製を

行った。ナノ柱状結晶の垂直配向性を整える(In)GaN下

地結晶（ステアリング結晶[3]）上に GaN:Ge，InGaN，

GaN:Mg の順に成長を行い，DH 構造を形成した。オー

ミック電極としてすずドープ酸化インジウム（ITO）膜

を電子ビーム蒸着法により形成した。 

 

結果と考察 

図 1 に，多結晶 Si 基板上に作製したダイオードのエレ

クトロルミネセンス（EL）スペクトルおよび発光の様

子を示す。ELスペクトルにおいて 400nm ~ 700nmにか

けてブロードなスペクトルであることが確認され，発光

の様子から白色の発光が確認できる。このような白色発

光が生じた要因については詳細な検討が必要であるが，

青色領域の発光は相対的に強くなく，青色成分の少ない

白色光源としての応用も期待できる。 

(a) 

(b) 

図 1 多結晶 Si基板上GaN系 LEDにおける(a)ELスペク

トルおよび(b)白色発光の様子 

 

まとめ 

本研究では，多結晶Si基板上でナノ柱状結晶によるGaN

系 DH型 LED を作製し，青色成分の少ない白色発光が

得られた。多結晶 Si の特徴から，低コストの面状光源

としての応用も期待できる。 
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